














































专利名称(译) 钝化微LED结构适用于节能显示器

公开(公告)号 US10153401 公开(公告)日 2018-12-11

申请号 US15/381937 申请日 2016-12-16

[标]申请(专利权)人(译) 英特尔公司

申请(专利权)人(译) 英特尔公司

当前申请(专利权)人(译) 英特尔公司

[标]发明人 AHMED KHALED

发明人 AHMED, KHALED

IPC分类号 H01L33/44 H01L31/0352 H01L23/66 H01L25/16 H01L25/075 H01L33/00 H01L33/42 H01L33/32 
H01L33/06 H01L33/62

CPC分类号 H01L33/44 H01L23/66 H01L25/0753 H01L25/167 H01L31/035236 H01L33/0095 H01L33/06 H01L33
/32 H01L33/42 H01L33/62 H01L33/007 H01L2223/6677

其他公开文献 US20180175248A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

LED结构用包括Al的III-N钝化材料钝化。 III-N钝化材料可以减少非辐射
复合，减少LED结构的漏电流，和/或提高发光效率。 LED结构可以包括
多量子阱（MQW）结构中的III-N材料，并且包括Al的III-N钝化材料可以
具有比MQW结构中的任何材料更宽的带隙。 III-N钝化材料可以是AlN，
其可以在低温下作为二元化合物沉积，以保持MQW结构的质量。 III-N钝
化材料可以选择性地沉积在至少MQW结构的侧壁上。可以在LED结构上
非选择性地沉积III-N钝化材料，然后蚀刻以沿着至少MQW结构的侧壁形
成III-N间隔物。节能RGB微（μ）LED发光显示器可包括钝化LED结构。
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